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Lfd. Nr, Stckz Benennung Sach- Nr. Bemerkungen
D 1 1 | Germaniumdiode L 8011 N 5457 07202
D 2 1 b L 8011 WN 5457 05202
D 3 1 i L 8011 ¥N sb457 05202
D 1 " L 8011 AN 5457 05202
D5 1 " L 8011 WN 5457 05202
D 6 1 L, L 8011 WN S457 05202
D 7 1 - L 8011 WN 5457 07202
D8 1 i L 8011 AN 5457 07202
D 9 1 “ L 8011 WN 5457 05202
D10 1 4 L 8011 AN 5457 07202
D11 1 " L 8011 WN 5457 07202
D12 1 " L 8011 AN 5457 05202
D13 1 " L 8011 WN 5457 05202
D14 1 N L 8011 AN 5457 07202
D15 1 " L 8011 N 5457 05202
D16 1 " L 8011 iN 5457 07202
D17 1 = L 8011 N 5457 07202
D18 1 " L 8011 IN 5457 05202
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D27 1 o L 8011 WN 5457 05261
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D28 1 |Germaniumdiode L 8011 WN S457 05261
o D29 1 n L 8011 WN 5457 10261
D30 1 " L 8011 WN S4s7 05261
D31 1 " 8011 WN 5457 05261
D32 1 " L 8011 IN 5457 05261
D33 {7 " L 8011 /N 5457 05261
D3k 1 ;s L 8011 AN 5457 05261
D35 ] : L 8011 N 5457 05261
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TS 1| Hf » Schalttransistor A 30 IN Shih
T 6 1 " A 30 N Shbb
1 ! ” A 30 IN_Shhl
T8 1 " A 30 N Shid
S L ¥ A 30 VN Skkd
T10 1 " A 30 WN Shhl
L L . A 30 IN_ Sl
T2 1 ) A 30 N Shhh
T13 1 " A 30 /N Shih
T4 1 $ A 30 NS4kl
T15 1 E A 30 AN S5kl
T16 1 : A 30 N5kl
™7 1 " A 30 IN_Sbib
718 1 " A 30 N Shbh
T19 1 i A 30 IN 5444
T20 1 " A 30 iN Shih
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T22 1 " A 30 AN kbl
T23 1 g A 30 AN 54l
T2k 1 e A_30 N Slhbb
T25 1 " A 30 (N Shbl
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T30 1 o A 30 N 544l
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§ i e | 5’& ?
P Freimaftoleranzen Malistab
2 SA 3 - 03
o %) Steuerung Akkumulator
. STANDARD SREA < G 4 -
& (o a5 wir 773 | il | 7 )émmm 2 &,
: gl Tag | Witeiung | Bearbeter [oprit] "0 LORENZ




(

r,

ng,

S

richtlich verfolg?.

ge

Jede
unlouteren Wettbewe:

atenterteilung (§ 7 Abs. 1

nd wird
idor?

an dritte P

gentum.

rsafz v
1

Gesenz

ist unser Ei

er Mitteil
for den Fal

chiet zu Schadene:

oder der GM-Eintragung (§5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.«

Al Reche 1y

»Diese Unte
Verwertun
verpfli

1U

ro)

IF Form 20/0 01-77

2 3 5
Stekz Benennung Sach- Nr. Bemerkungen
1 |Hf-Schalttransistor A 30 WN Shih
1 L 30 WN Sihl
1 A 30 IN Shih
1 A 30 AN Shkh
1 A 30 N Shih
1 A 30 WN Shll
1 A 30 VN Shlhl
1 A 30 TN Shilh
1 A 30 WB Shhh
1 A 3C WN 544y
1 A 30 iN S4llh
1 A 30 Shil
1 L 30 UN_ Shhh
1 \ .30 IN S5hil
1 L 30 WN_Shhlh
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R 1 1 | Schichtwiderstand 10K/2/2 WN 5121 07260
R 2 1 " 10K/2/2 WN 5121 07260
R 3 1 " 20K/2/2 N 5121 07260
R4 1 " 10K/2/2 4N 5121 07260
RS 1 " 10K/2/2 WN 5121 05260
R 6 1 " 10K/2/2 WN 5121 07260
R 7 1 " 5K/2/2 WN 5121 07260
R-8 1 A 10K/2/2 WN 5121 05260
R 9 1 ” SK/2/2 IN 5121 07260
R10 1 . 10K/2/2 N 5121 05260
R11 1 = 10K/2/2 WN 5121 05260
R12 1 i 16K/2/2 WN 5121 05260
R13 1 " 8K/2/2 KN 5121 07200
R14 1 " LK/2/2 iIN 5121 1722
R15 1 " 10K/2/2 N 5121 05260
R16 1 - 10K/2/2 WN 5121 05260
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R24 |1 Schichtwiderstand 8K/2/2 WK 5121 07200
R25 1 " Lr/2/2 WN 5121 1722
R26 1 " 3K/2/2 4N 5121 07200
R27 1 ” Yx/2/2 N 5121 1722
| =28 1 " 10K/2/2 IN 5121 7260
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